Unipolarni tranzistory

Unipolarni tranzistory

« tranzistory fizené polem (Fiel-Effect Transistor)

« narozdil od bipolarnich se vedeni proudu realizuje pouze
jedinym nosi¢em naboje — podle typu polovodice - v P
dérami, v N elektrony

« nosiCe naboje protékaji tzv. kanalem

« Sirka kanalu = jeho odpor, se méni fidicim napétim
« vstupni proud je téméf nulovy = tranzistor ma velky

vstupni odpor (nékolik MQ) = jednoduché fidici obvody
« elektrody G (gate) — hradlo — obdoba baze
D (drain) — obdoba kolektoru
S (source) — obdoba emitoru

Existuji 3 typy unipolarnich tranzistort a kazdy maze mit
kanal N nebo P

JFET — Junction Fiel-Effect Transistor
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« mezi hradlem G a S je PN pfechod

» zavérné napéti Ugg zuZuje kanal — zvétSuje jeho odpor —
uzavira tranzistor

» pro Ugs=0 je tranzistor piné otevieny

» kladné“ napéti Usg otevie PN pfechod GS = zkratuje
vstupni signal

* Ugg jednotky az desitky voltd
« u kanalu je P jsou opa¢né polarity napéti a sméry proudu




MOS-FET Metal Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor

MOS-FET s vytvofenym (zabudovanym) kanélem
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* mezi hradlem G a S je tenka vrstvicka SiO, skla
* napéti Ugg méni Sifku kanalu
e proN - kladné napéti Ugg rozsifuje kanal
- zaporné Ugg kanal zuzuje
» pro P je polarita Ugg opa¢néa
* dnes se jiz téméf nepouziva
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Vystupni charakteristiky KF520
MOS-FET tranzistor s vytvofenym kanalem N
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MOS-FET s indukovanym kanalem

FOS-FET a kanalem N

¢ je-li Ugs<O0 je Drain od Source oddélen substratem
opacného typu (P) a nemuze zde protékat proud
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* Ugs>0 pfitahuje minoritni elektrony substratu P ke Gate kde
elektrony vytvofi indukovany vodivy kanal N spojujici D s S

* vySSi Ugg vytvori SirSi kanal s vétsi vodivosti.




MOS-FET s indukovanym kanalem
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» mezi hradlem G a S je tenka vrstvicka SiO, skla

* napéti Ugg vytvari kanal

e pro Ugs=0V kanal neexistuje — tranzistor je uzavieny
» pro N - kladné napéti Ugg vytvari kanal

* nejpouzivanéjsi typ FET tranzistoru

Vlastnosti tranzistor G FET

Vyhody:

» snadna vyroba integrovanych obvodl — vysoka hustota
integrace

+ snadné ovladani — u bipolarnich tranzistorl maze byt pro
velké I g az stovky mA, u FET je |50

Nevyhody:

« pfi manipulaci mGze vzniklé elektrostatické napéti prorazit
tenkou izolaci meziG a S
Opatieni
- elektrostatické pracovisté, kde je vSe vodivé spojené se zemi
véetné pracovnika — ten pouziva naramek spojeny pres
rezistor se zemi

IGBT (Insulated Gate Bipolar Tranzistor)

« Kombinace unipolarni a bipolarni technologie

C C
unipolarni
cast E E
biE?Iémi znacka
cast

Vyhody:  snadné ovladani napétim Uge
Uziti: spinani velkych proud




